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Abstract of DE4447804 

Prodn. of a conducting structure having 
several pins on the topography of a starting 
substrate comprises: (a) forming 1st, 2nd and 
3rd insulating layers (27,28,29) completely 
over the topography; (b) patterning and 
etching an opening (30) in the 3 insulating 
layers; (c) forming and planarising a 
conducting layer (31) by filling the opening; (d) 
creating an etching mask (33) by applying 
polysilicon having semisphericai grain size for 
pattern transfer; (e) transferring an archipelago 
pattern over the etching mask onto Ihe planar 
conducting layer; and (f) forming pins (34) to 
create the conducting structure having the 
several pins. 
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® SS2s 

© D^varllegondeErfindungschafftefnlnderProdulction 
wledernofbares Verfahren zur Blldung von PolyaHkfum- 
SpelcherknotenstruklurGn unter veiwendung einer Mehr- 
fechbehalter-Struktur. Das Varfahren umftaBt folgende 
t B * ,d ^® Jn a' voflflachlgen ersten, zweiten und 
dritten teoiierschlcht (27, 29 und 29) Dber der bestehen- 
den Topcgraphfe; Mustergebung und Atzen ainar Off- 
nung (91) in die erste, iwefte und drltte Isolierschfcht; 
Auabflden und Planarmachen einer leftfShlgen Schicht 
(82) unter Fullung der Offnung; Elnbringan ainar Vertle- 
tung in die pJanarisferte iettfShrge Schicht (B2); ausbflden 
von isoherenden Abstandselementen (83, 85) und leitfahf- 
gen Abstandselementen (84) fn einander abwech&atnder 
^ 8 J?1 t B L ^rtioften Oberflache der leltfahfgan 
bcnicnt (82); Entfamen der dritten teolierschfcht (29) unter 
Freifegung der AuOenwande der leMShigen Schicht; und 
Entfernen der leitfShigen Abstandsefementa (84) und Efn- 
graben fn die darunterlfegende leitfahJga Schicht zur Bil- 
dung der Mehrfachbehalter-Struktur. 
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Beschreibung uaaplitnan fDh™ kann. die einen KurzscbluB ru beoacb- 

[0001] Die voriiegendr Erfmdun 8 becrifft ein Verfahren Sb^TShSlSl^J^ Ur f :hen "^T^ 

zxun Herstellen einer leitfahigen MeWachbehalter-Struktur unb^c^w^n^^S 

f^otl ^ teh -^ A^aogisubstrat, 5 ly.ilizium mit halb^gl^ R^^^^ 

s^L^HT^^^ der Fall ist. ffihrt die viable ?on^U££n 

koode^ro^ grofi genug ^ ume ine angemessece La- Stifte D^hme^^^^oToO^Sf^ 

^ ?n 6 ' ^ noch anfiflligergegen BrBcbXund S>KttSni 

H^ble^haltangen dor Fall *t, mmnu die Schahungs- to [0008] Weun z. B. bei einem 64-Mb-DBAM nor eirre von 

dicbte nut anerziemlich konstanlen Rate weiter zu. Der Ge- 100000 Teller. r ;™ v.,^m„o „..r«T^T . , * 

sichupunfc dcr Auf^cht^g to Spdcherkaote'SS sX^fweTo S^Su^To 2£ 

D AM A™! B«^tung. da die Diehte von schen Fehlem in dem 64^DRAM ^u^te ^ 

DRAM-Anordnongen fllr znWhge Generadonen «» rurhr Fabler sinrt, als reparian werdeo E Daftirdle 

hT^h- ?r chcr2cUcn Achl ™ 9***™ v Vcrfugung stefat, wtlrde die gesamte S^cherTcS 

dabei d,e erforfed^I^.atsniveaus aufrecbtzuertal- tung usbrauchbar. Bs ist dahar wu n scber^^££ 

ten ,s eioe Hauptanforderang an Halbteiterfcentelkngs- cheizellenkapazitat zu steigem, wlh^T 5S * e 

^chnolopen, wenn zuWtaftige Generadonen erwriterter mit demSpStem des Sp^SotoSsi^u^rt^ 

ipeichcrvomchtungen erfolgrccb hcrgeslelh wcrden sol- » denen Probkme eliminiert Bind. *^ 

fOttMl Pi„ V«fi.h«. n „ m A ft—... I „ I 000 *! Die US-PS'en 5.162,248 and 5,061,650 zrigen 

£££ a <^f^" !^ Aufrechterhalten iow>e zum Verfahren zum HersteUen von behflltexartigen SpeichaW 

Eiboben der SpedcherknotengrOBe in dichtgepeckten Spei- tenzeilen, wobei die US "248 die kTS»5£ 

cbervorrichtongen besieht in der VerwenduLg des \Siapel- des^p^Xze7 g . Merkmale a), b). e) und 0 

S pe,ch^nen^Anfbaus. Bei dieser Tfecbnologie werden 25 [0010] Aosdem Aufcatz vonKaga.T. etaL- "Crown-Sha- 

zR S^n^SS kt ? HgED Materiak - ^ S'acked-Capacitor CeU fori J-V IfcXn^S 

z. B. pQlykns aUines Sibrium (im folgendcn kurz Polyrili- DRAM'S", IEEE TVansacdons On eectronDcWces Band 

aum genannO, fiber cine Zugriflsvorrichtung auf einen Si- 38 02. Febiuar 1901 Srir«T?« hi*™? * J f • ' ^ 

^wafe a^fgebracbt, wob« diela^he Scbichteo au^S^ S^^^eicSS Z^l 

^^e w ^ n ^. P <*^^^btangeori- 30 entsprechendes He^teUur^^n^klnt Diel2 

s'aMsassrss'fis sasaaisiir 5 -*' 

ssLswsnsssasaasss: 

Rate (SER) auf und kann m Verbindung zrut zwischen den as cherzellen verwerKJeo lasien and bei deneo daa^blem von 

^^•^ ist j^l 11 raiteinem herkorwnlicben [0012] Dies wird eifinduogagemaB erreicht mil einem 

STC.-Ko.rfensator «ne ausreictende Speicherkapazitat zu Verfahren getnaB AnsprocbL 

erzieien, da der ipeicherelektrodenbereicb auf die Grenzen 40 [00131 Bevormste WJ.ii«t,nAi n »«, /u. c^-j. 

S.,^ ^ 50 SToi"^ tUelek * scl *» {WW] DieErfindung WeiSungen derErftndun, 

1 ^^"^hichun bd dem werden in, folgenden anband der zdehnen^cheTDtmcUu^ 

SSfl^^ 20 eUKnl ^ Ben Probkm " wbald ^ S« «ebrerer lusfuhrungsbeispiek noc^ n^eTeriKS 

D^dea Isolators a^gen^di^aionierti^ 4S den Zeichmingen zeigenf 

ri^,,^ 0 " i,f ^ Bt ^ I°01S] F-ifi. 1-3 QGeccboitlsansichten tmter DarstetlnnB 

Ln H^A &g~t of Jbchntcal Papery Seitez, 12 [0016] FJg, 4 cine QueJtauWicht eines Polydlizium- 

eSitT^ ^^tS^^Sn 6 ss Ev.r MuDg von bochdich^groevolnongl, 
[0007] BS V^unTS^T^^^ ^ - — -e cbes in den Fig. 1 bis 3 darge- 

^ h ZU r ^ P ff P S!?? en S*" Ab P^"8«) bei dem [0018] Ein SOjaumwafer wird unter Verwendung her- 
S^S'^^J^"' WeD f ^ k&nmHcber HersteUungsschrittobis » Tdem^nfa v^S- 

oologLe zur BMmg jot cte.dimens.onalen Stapelkonden- tet. an dem eine KondensatorzeUe defimert Sfa 

^T 61 "T* 4 , Beze 'P 1SC - and im aktiven Berdcheo und wahrweise voigcsebenea Ziffemlei- 

^ ^^^^ Pan Tl^T^ f 2 ^ «- tnngen fur eiheo Kondensator fiber Zem Ziftmlrit^- 

n«t ^^w^"^"; Spe^cherknoten fluB abgescbtossen (die Erfiodung kann auchbaiSw 

13 (Ae Konlakt mu aku veo Bereicbeti 11 herstelleo) sind densaiorzellen mit Xondensator unter den ZiffenSs£ 
^ir i ^ to0 i e ° Prfy ^ Z,U ^ ,4 ^i Polysili2ium - Mi - " Mm verweodet we«len). Die TrfSSSriS^ 

h 7- ^-i ^^ t ^°- We " Ansfuhrungsbeispie!, der voriiegenden Brfi^S «W 

diesem Qnerschnttt. zu seben ist, sicd die Miltrozottenstifle fblgeodea erlauteK. 6 

15 anfallig rur cin Spliucrn, das zu umkippendM PolvsJlizi- [0019] Die Fig. 1 bis 3 zeigeo ein AusfOhrongsbeispicl 
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unter Darstellung von Vferfthrensschritten der voriiegenden 
Erfindung in einer Rcihc voo Qucischnhtsansichtco durch 
paralleie Wordeitungen. Dabei wird dieses AurfUhningsbci- 
spid ausgehend voo einer Qucrschnhtsansicht durch die 
WorUdtungen beschrieben. 5 
[0020] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 1 zu sehea ist, m 
dcr ein Ausruhrungsbeispid dargestdtt ist, erstrecken sich 
die Wortldtungen 25 zwischen aktiveo Berdchen 21, die in 
dem Substrat ausgebildet women rind, cm dadurch aktive 
1\anaistareii zu bilden. Die Wortleitungen 25 beinhahen 10 
cine leitfabige Schicht 22, die nrit Dielektrikum 24 bedecta 
1st und von diclektriscbca Abstandsdementcn 23 umgeben 
ist Es ist Dielekmkum 27 auf gebracht and planar ausgebil* 
det worden, wocracfa die Aufbringung einer dielsktrischen 
Schicht 28 erfolgt (wobet Niirid bevorzugt wird). Einc is 
Sctdcht aus dielektriscbcm Material 29 (bevorzugt wird 
Oxid) ist aufgebracht und planar ausgebildet warden, wo 
nach ein Kontakt-^BehaltoBelichtnng*- und Atzvorgang 
zur Erzeugung emer Kootakr-ZBehalter-QfiBaung SI erfolgt 
um dadurch Zugang zu dem akiiven Bcreich 21 zu schafien. 20 
Nach der Auabildung der Kontakt-ZBebllter-Offaung 81 er- 
folgt die Aufbringung einer an Oct and SteUe datierten Poly- 
sitiziuni&chtcht 82 in einer derardgen Wdse, dafl die Kcn- 
takt-/Behalter-Ofrnung 81 voUstaodig gefiillt wird. Das Po- 
lys Qizium 82 wild dann planar ausgebildet (vcrzugaweise 25 
durch einen cncmiscb-mecharaschen PlanarisiervorgangX 
um die einandex beaachbarten Spefcberknoten vondnander 
zu trennen. Als nachs tes wird das Poly sili2ium 82 geatzr, um 
seine planar ausgebildete Oberftacbe enter die planar ausge- 
bildete Oberftache des Ox ids 79 zu vertiefen (und zwar um 30 
ca. 0,2 am). Danach crfolgt einc Oxidaufbringung (ca. 0,06 
bis 0,10 um dick), und Oxidabsiandsekmenie 83 werden 
durch einen anscMeOenden Abstandsdement-Alzvonrang 
gebildet Als nacbstes erfotgt die Aufbringung von PdysQi- 
zhim (ca. 0,06 bis 0,15 um dick), and PolysQizi u naabs lands- 35 
elementc 84 werden durcb einen anschlieSenden Abstands- 
element- A tzvorgang gebildet Danacb erfolgt one zwedte 
Aufbringung von Oxid (ca. 0,10 um dick), und Oxidab- 
standselemente 85 werden durch einen anschliefienden Ab- 
standsclement-Atzvorgang gebildet. Zu diesem Zritpunkt 40 
konnen, mils gewunscht, mehrere Polysilidu mabstandsele- 
mente (die jewdls durch Oxidabstandselemente vondnan- 
der getreiml sind) ausgcbUdci werden, die nach der AusfQh- 
rung dnes lan gen Polysiliz3un>Atzvorgangs zur Bildung 
von raehreren (d. h. zwei, did usw.) Behaltnissen in dem 45 
Spdcherknotenpolvri tizium 91 ruhren, wie di« in der 
Zdchnung zu erfcennen ist 

[0021] Wie unter Bezugnahme auf Fig. 2 zu aebea ist, 
wird das Oxid 29 geatzt, um die AuBorrwa^de des Spdcher- 
kooten-I>3^lbebalters 91 freiznlegen. An diesem Punkt ist 50 
es auch moglich, das Speichetkooten-PolysilizLam entweder 
so zu belassen, wie es ist odcr due Schicht aus Poiysilizium 
mit hamkugeJformiger Karnuixg aufzubringen. Bd Aufbrin- 
gung von Poiysilizium mit halbkugelfarmiger KSmung 
folgt dann dne voMachige Atzung des Polysihziuins nrit 55 
balbkugelformiger Xoraung, die zur Bildung von Poiysili- 
zium 92 (texturiertcs odcr zerklUftetes Pdlydu^ium) nrit 
halblaigelformiger Kornung um den Spd cherJaxtfen-Pbtysi- 
liriurnbcb Slier 91 henun fUhrt 

[0022] Unter Bezugnahme auf Ffc. 3 wird Zellendidektri- fio 
kura 101 auf dem Spcic^eriffiotenbehalter-Polysflizium 91 
ndedergeschlagen, wonach die Aufbringung von MysiH- 
zium 102 erfolgt um die zweite Kondeosatorelektrode zu 
bilden. Von diesem Punkt an werden zur Fcrtigstellung der 
Hdbleitervorrichtung herkdmmliche \ferfaJuensschritte 65 
durdigefuhrt 

[0023] Obwohl es sicb bei dem bevorzugten Zellendielek- 
trikura urn Nltrid bandelt, kann jegbches Material mit drier 



boben DielektrizUatskocstanle, wie z, B. TzjQs oder 
SrHOj, vcrwendet werden konnte. Fur alle vorstchend be- 
schriebejien Ausfllhrungsbcispidc der voriiegenden Erfin- 
dung sowie fur jeglichc Modifikarioneri dersclbcn gilt daB 
das zur Bikhrng der zwdlen Zeflenplatte des Kondeosatois 
nicdergeschlagene Poiysilizium Idtrahig doUert wint und 
zwar enrweder n-ldtend oder p-ldtend, wobd dies von dem 
fur den aktiven Bereich 21 gewunschtcn Leiifthigkdtstyp 
abhangig ist Zur Peztigstellung der Halbleitervorricbtang 
werden von diesem Punkt an herkdmmliche Vferfahrens- 
schritte durcb gefuhn. 

Paten tan spruche 

1. Verfahren zura Herstellen einer leitfahigeo Mehr- 
fachbehalter-ijtrukrur auf derbestchenden Topographic 
dnes Ausgangssubstrats, mit fclgendeo Schritten: 

a) Bilden einer YoUnachigen eisten t zwettan und 
driaen Isolierschicht (27, 28 und 29) uber der be- 
stebenden Tbpographie; 

b) Mustergebung und Atzen einer Oflmung (91) 
in die erste, zwdte und dritte Iroluaschicht; 

c) Ausbildcn und Planarmachen einer leitftmgen 
Scbicht (82) unter FDUung der Otfnung; 

d) Einbringen einer Afertiefung in die plan an- 
sterte ldtrahige Schicht (82); 

e) Ausbflden von isolierenden Abstandselcmen- 
ten (83, 85) und leitfihigen Abstandsdementen 
(84) in dnander ahwechselnder Weise auf der ver- 
tieften Oberflache der tdt^hlgen Schicht (82); 

f) Bnrfernen der dritten Isolierschicht (29) unter 
Freilegung der AuBenwande der leitfahigen 
Schicht; und 

g> Entfemen der Idtfihigen Abstandselemente 
(84) und Engraben in die darunterlicgende ldtfB- 
hige Schicht zur BQdung der Menrfacbbehalter- 
Struktur. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurcb gekennzeicb- 
net, daB zwischen den Schritten f) und g) foigende zu- 
satzlicbe Schrine crfolgen: 

a) Bilden einer zwelten leitfahigen Schicht (92) 
anf den ftdliegenden Wanden der leitfahigen 
Schicht und den freilicgcndeu Obern^chen der 
Struktur; und 

b) Bilden einer texturierten Oberflache auf der 
zwedten leitfahigen Schicht wobd die texturierte 
Oberflache an der leitfahigen Schicht anhaftet 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gckenn- 
zeichnet 

a) daB die Bildung der ersten leitfahigen Schicht 
(82) das Aufhringcn einer an On und S telle do 
ticrten Porysiliziumschicht beinhaltct 

b) daB die Bildung der texlurierteD Oberflache 
(92) das Aufbringen voo Poiysilizium mit halbku- 
gelfortniger Kornung betnhaltet und 

c) daB das Bilden der abwechsdnd aufcinander 
folgenden isolierenden Schichten (83, 85) und der 
leitfanigBn Schicht (84) das Bilden dnes ersten 
Oxidbbstandsdements, das Bilden eines Polysilt- 
aumab stands elements sowie das Bilden eines 
zwdteo Oxiaabsuiidsdements beioMtet. 

4. Vertahren nach einem der Ansprilche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet daB die Planarisierung der leit- 
fahigen Schicht (82) durcb chemiscb-mechanische Pla- 
narisierung erfolgt 
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